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	概要　ＥＡ　(600字～800字程度にまとめてください。)

強磁性や強誘電性などのあらゆる物性を発現するペロブスカイト型酸化物絶縁体を用いた金属-酸化物絶縁体-金属構造は、その特異な物性を反映した新奇デバイスの可能性が指摘されており、我々は新奇デバイスの開発を目的とした研究を展開している。特にこの研究では、現在注目されている抵抗スイッチングデバイスに着目した。金属-酸化物-金属構造に電圧を印加することで発現する抵抗スイッチング現象を利用した不揮発性メモリーである抵抗変化型不揮発性メモリーは、次世代不揮発性メモリーの候補の一つとして有望視されている。しかし、抵抗スイッチング現象の動作メカニズムが未解明であり、実用化の妨げになることが指摘されている。この抵抗スイッチング現象の動作機構解明と新しいデバイスの作製の高効率化のために、コンビナトリアル技術を導入した高効率素子作製技術の開発が本研究の目的である。これまでに、我々は、レーザー分子線エピタキシー装置を用いて、金属-Pr0.7Ca0.3MnO3(PCMO、絶縁体)/LaNiO3(下部電極金属導電体)エピタキシャル積層構造の作製を行い、その抵抗スイッチング特性を評価した。この積層構造の微細加工に着手し、コンビナトリアル的に素子の動作特性のスクリーニングを行った。その結果、この抵抗スイッチング現象は上部金属電極材料に強く依存し、上部金属-PCMO界面で抵抗スイッチングが発現していることが明らかになった。今後は、この界面での抵抗スイッチング現象のメカニズムの解明と界面の制御を行いたい。
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	欧文概要　ＥＺ

Novel two-terminal devices composed of transition metal oxide insulators which have novel physical properties such as ferromagnetisms ferroelectrics, could exhibit new functional device performances. Especially we have focused on resistance switching devices composed of metal-transition metal oxide insulator-metal (M-I-M) structures. Resistance random access memory (ReRAM) operated by the resistance switching phenomena exhibiting to apply bias voltage in M-I-M structures, is one of the candidate for next generation non-volatile memory. However, the mechanism of resistance switching is not still revealed. To helpful understand the mechanism of resistance switching, we have developed the efficient device characterization techniques based on combinatorial material science technology. M-I-M structures consisted of epitaxial Pr0.7Ca0.3MnO3(PCMO, insulator)/LaNiO3(bottom electrode) have been fabricated by combinatorial laser molecular epitaxy. Current-voltage characteristics and resistance measurements after applying pulsed voltages have been carried out. Resistance switching phenomena strongly depend on materials of the upper metal electrode. Our experimental results indicate the resistance switching occurs around the interface between upper metal electrode and PCMO epitaxial layer. Understanding the mechanism of this resistance switching around the interface and controlling the interface are necessary for device applications.
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